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※概要（Summary）： 

本研究は様々な発光波長を有する複数のLEDを一括

して形成する成長プロセスに関するものである。基板

表面を特異な形状の開口をもつマスクで覆い，これに

対し MOVPE を行うと，１度の製膜で厚みと組成の異な

る膜を形成できる選択成長 MOVPE が開発されており，

これを利用するこれにより，１度の製膜で 1チップ上

に発光波長の異なる多重量子井戸 LED を作製する。将

来的には，蛍光材料を使うことなく，１チップ上に多

色発光可能なディスプレイを作ることが可能になる

と予想している。 

 

 

 

 

 

 

図 1. モノリシック集積による多重量子井戸概念図 

実験（Experimental）： 

本研究ではマスク形状が研究の成否を分けるが，マ

スク形状の作成には，高速大面積電子線描画装置およ

びマスク・ウェーハ自動現像装置群を用いた。また，

ブレードダイサーを用いて，成長ウェハを必要なサイ

ズに切り出した。GaN の選択成長後には AlGaN，

p-GaN，Ni，ITO を順次積層し，LED を作製した。 

 

結果と考察（Results and Discussion）： 

検討開始当初は，選択成長がおこる発現条件の抽出

に苦労したが，選択成長可能な条件を抽出できた。さ

れに，マスクの開口幅，およびマスク幅の選択成長へ

の依存性を検討したところ，マスク幅の増大に伴い，

選択成長領域の成長速度が増大した。これにより，発光

波長が 70nm異なる LEDのモノリシック集積に成功した。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

本研究は高波長化が鍵であり，より発光波長の異なる

LED をモノリシックに集積するには，膜厚制御だけでな

く，GaN膜中へのIn取り込み確率の制御が不可欠である。 
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